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はじめに 誘導自己組織化 DSA (Directed Self-assembly)リソグラフィは、ハーフピッチサブ 10 nm

レベルの LSI パターンを低コストで解像できる NGL (New Generation Lithography)の一つとして近

年注目されている微細加工技術である 1-3) 。本研究では、DSA リソグラフィによるサブ 10 nm パ

ターニング技術の開発進捗について報告する。 

DSA リソグラフィによるサブ 10 nm パターニング DSA リソグラフィによるサブ 10 nm パター 

ニングの実用化に向けた有力プロセス候補として、Si 含有高分子共重合体 BCP (Block Copolymer) 

を使った物理ガイドプロセスを開発した(Fig. 1) 4, 5)。 

 

Fig. 1. Sub-10 nm patterning using DSA lithography with Si-containing BCP. 
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